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(54) Vorgestanztes Metal Irahmenband zur Herstellung von elektronischen Bauelementen 



(57) Die vorliegende Erfindung hat ein vorgestanz- 
tes Metallrahmenbande zur Herstellung von elektroni- 
schen Bauelementen, ein Herstellungsverfahren 
derartiger Bauelemente und Bauelemente zum Ziel, die 
in dieser Weise erhalten werden. 

Ein vorgestanztes Metallrahmenband, an dem 
Koplanare Zungen ausgebildet sind, von denen jede in 
einem StQck mit einem seitlichen Aufbaustreifen ausge- 
bildet ist und in eine Richtung zum anderen seitlichen 
Aufbaustreifen veriauft, ohne die andere Zunge des 
betreffenden Paares zu beruhren, ist dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Zungen 5 und 5' jedes Paares im 
wesentlichen zueinander ausgerichtet sind, und daft 
einerseits eine der Zungen 5 jedes Paares einen freien 
Endabschnitt 6 aufweist. der eine Halteaufnahme fur 
den Halbleiterkristall 2* bildet, und andererseits die 
andere Zunge 5' jedes vorliegenden Paares auf der 
H6he ihres freien Endes 7 einen vorgestanzten Verbin- 
dungsteil 8 in Form eines Metallstreifens aufweist, der 
so umgelegt werden kann, daB er in Kontakt mit dem 
Halbleiterkristall 2* komrrrt, wobei er sich im wesentli- 
chen in dem Votumen befindet. das von den Ebenen 
bestimmt wird, die die beiden Langsrander der besag- 
ten Zungen 5, 5* begrenzen. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet der 
Herstellung von elektronischen Bauelementen, insbe- 
sondere des Typs, der einen Halblerterkristait umfaBt, 
der mit zwei Metallzungen verbunden ist, die die 
AnschluBfahnen bilden, und hat ein vorgestanztes 
Metallrahmenband zum Herstellen derartiger Bauele- 
mente, ein Verfahren zur Herstellung unter Verwendung 
eines derartigen Bandes und Bauelemerrte zum Ziel, 
die nach diesem Verfahren und insbesondere mittels 
dieses Bandes erhatten werden. 

Gegenwartig gibt es im wesentlichen drei techni- 
sche Verfahren zum Herstellen von elektronischen Bau- 
elementen der genannten Art, deren Charakteristiken 
im folgenden beschrieben werden. 

Das erste technische Herstellungsverfahren ver- 
wendet ein vorgestanztes Metallrahmenband (oder in 
der englischen Sprache "frame"), das zwei seitliche 
durchgehende Aufbaustreifen und Zungen umfaBt, die 
zwischen den genannten Streifen verlaufen und paar- 
weise angeordnet sind, wobei jedes Teil jedes Paares 
ausgehend von einem seitlichen Aufbaustreifen in die 
Richtung des gegenQberiiegenden Aufbaustreifens ver- 
lauft und die Zungen jedes Paares einander gegenuber- 
liegen. 

Das besagte vorgestanzte Band wird langs so posi- 
tioniert, daB jedes Zungenpaar auf die Hohe seiner Her- 
stellungsstation gebracht wird. 

Am Ende einer der Zungen L1 wird der Halbleiter- 
kristall C befestigt, und es wird ein separates Verbin- 
dungsteil P aufgesetzt und mit einem Bindemittel 
befestigt, um die elektrische Verbindung zwischen den 
Kristall C und der anderen Zunge L2 zu bewirken (Fig. 

1). 

Das Schutzgehduse B wird anschlieBend ange- 
formt, und die Zungen werden abgeschnitten, und die 
AnschluBfahnen werden durch Formen gebildet. 

Dieses Herstellungsverfahren resultiert in drei inter- 
nen Verbindungsstellen, was die Zuveriassigkeit des 
Bauelements stark beeintrachtigt und komplizierte 
Montageeinrichtungen und langsame Arbeitstakte 
erforderlich macht und die Investitionen und die War- 
tungskosten in die Hohe treibt. 

Daruber hinaus ist die Selbsthaltung der Anord- 
nung aus den Zungen, dem Kristall und dem Verbin- 
dungsteil vor der Verfestigung des Bindemittels ein fur 
die Endqual'rtat des Bauelements wesentlicher Arberts- 
vorgang, der allerdings immer kritisch und schwierig in 
zuveriassiger Weise steuerbar ist 

Im ubrigen begrenzt oder verbietet die geringe 
Genauigkeit der Montage sogar die Anwendung dieses 
technischen Verfahrens zur VerwirWichung von Bauele- 
menten vom planaren Typ oder von einem Typ, der 
einen Kristall umfaBt, der mit einem Ansatz versehen 
ist, der eine vorhergehende mechanische Ausrichtung 
eriaubt 

Das zweite bekannte technische Herstellungsver- 
fahren besteht darin, daB von einem vorgestanzten 



Rahmenband ausgegangen wird, das mit demjenigen 
identisch ist, das bei dem ersten genannten Verfahren 
verwandt wird, an einem Ende einer Zunge L1 eines 
Zungenpaares L1 , 12 ein Halbleiterkristall C befestigt 

5 wird, danach eine Verbindung uber einen Edelmetall- 
draht F zwischen dem besagten Kristall C und der 
anderen Zunge L2 hergestellt wird, dann der Verbin- 
dungsdraht F durch Aufbringen eines polymer isierbaren 
Pulvers M abgeschirmt wird, und schlieBlich das 

to Schutzgehause B angeformt wird, die Zungen L1 , L2 
abgeschnitten werden und die AnschluBfahnen geformt 
werden (Fig. 2). 

Dieses zweite technische Herstellungsverfahren 
macht indessen auBerordentlich kostenspielige Mate- 
rs rialien erforderlich, resultiert gleichfalls in drei Verbin- 
dungspunkten und eriaubt es aufgrund der Begrenzng 
des zuiassigen Querschnittes der Verbindungsdrdhte, 
nur Bauteile mit relativ geringer Leistung zu erzeugen. 
Dieses technische Verfahren benotigt weiterhin 

20 kostentrachtige Anlagen, nur mittiere Arbeitstaktfolgen 
und ausgeklQgelte Techniken, die ein Wartungsperso- 
nal mit hoher Qualrfikation erforderlich machen. 

Im ubrigen ist die Anordnung der Schutzschicht aus 
einem polymerisierbaren Pulver M ein schwieriger und 

25 kritische Arbeitsvorgang, von dem direkt die Qualitat 
des fertigen Bauelements abhangt, und der mit der 
Gefahr verbunden ist, daB durch ein Aufbringen des 
Pulvers uber den zu schutzenden Bereich hinaus die 
Form beschadigt wird, die zum Formen des GehSuses 

30 B benutzt wird. 

Das dritte technische Herstellungsverfahren 
besteht darin, daB die Verbindungsstellen der Bauele- 
mente dadurch realtsiert werden, daB mit dazwischen 
angeordneten Haibleiterkristallen C die Enden der Zun- 

35 gen L1 und L2 miteinander verbunden werden, die in 
zwei Teilen unabhangiger Bander ausgestanzt sind, die 
so angeordnet werden, daB diese Enden der Zungen L1 
und L2 einander paarweise ubergreifen, danach das 
Gehause B angegossen wird und die Verbindungsfah- 

40 nen geformt werden. 

Dieses dritte technische Verfahren hat gleichfalls 
eine Anzah! von Mdngeln. Es eriaubt namlich keine kon- 
tinuierliche Herstellung, da die ausgestanzten Teile der 
Bander mit verschiedenen Geometrien notwendiger- 

45 weise eine geringe Lfinge haben und nicht in Wickeln 
aufgeroirt werden konnen. 

Die Montage mit Bauteilen begrenzter Lange macht 
einerse'rts Bevorratungs- und Lagereinrichtungen sowie 
spezielle Werkzeuge erforderlich, was keine Anpas- 

so sungsfahigkeit eriaubt, und begrenzt andererseits die 
Anzah! an Bauelementen, die gleichzeitig montiert wer- 
den, was zu nicht sehr groBen Arbeitstaktfolgen fuhrt. 

Im ubrigen setzt die Montage von vielen unabhan- 
gigen Bauteilen aus nicht festen Segmenten die Monta- 

55 gegenauigkeit herab, sie neigt dazu, den 
Arbeitsvorgang des Anfbrmens des Gehauses unsicher 
zu machen. 

In Hinblick darauf, die genannten Mangel zu behe- 
ben, ist beispielsweise in der Druckschrift JP-A- 
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62035549 bereits ein Verfahren zum Herstellen von 
elektronischen Bauelementen mit Halbleiterkristallen 
vorgeschlagen worden, bei dem die beiden Metallzun- 
gen, die fOr jedes Bauelement einerseits die Selbsthal- 
teteile und die interne Verbindung des Kristalls und 
andererseits die auBeren AnschluBzungen des Bauele- 
ments bilden, im seiben Metallband ausgestanzt wer- 
den. 

Das Ausstanzen erfolgt derart, daB die Zungen in 
Paaren angeordnet sind, in denen jedes Bauteil ausge- 
hend von einem durchgehenden seitlichen Aufbaustrei- 
fen in die Richtung auf den gegenuberliegenden 
Aufbaustreifen verlairft, der die andere Zunge tragt, 
wobei fur die Bauteile jedes Paares dafOr gesorgt wird, 
daB die Teile einander gegenuberliegen, und durch eine 
Langsversetzung zwischen letzteren jedes Paar von 
Zungen mit verschiedenen Langen vom benachbarten 
Paar durch Querzungen getrennt ist, die die beiden 
durchgehenden seitlichen Aufbaustreifen verbinden. 

Das Herstellungsverfahren, das in dieser Druck- 
schrrft beschrieben wird, besteht darin, daB nach dem 
Anordnen und Festlegen des Halbleiterkristalls auf der 
HOhe des feien Endes der Zunge mit geringster Lange 
diagonal der Endabschnitt der Zunge mit grCBter Lange 
unter einem derartigen Winkel zurQckgelegt wird, daB 
ihr freies Ende in Kontakt mit dem Kristall komrrrt, wor- 
aufhin der Verbindungsbereich in eine Masse aus 
einem isolierenden Kunststoff material eingebettet wird. 

Dieses bekannte Herstellungsverfahren fuhrt 
irtdessen zu Bauelementen, deren auBere AnschluB- 
fahnen nicht zueinander ausgerichtet sind, und deren 
Gehause fur eine gegebene Leistung eine erhebliche 
GrGBe haben, da in jedem Bauteil zwei Metallzungen 
Seite an Seite angeordnet sind, was zu einer Zunahme 
des Platzbedarfes jedes Bauelementes und einer nicht 
standard isierten Anordnung der Fahnen fuhrt, was eine 
Nichtbenutzbarkert bei Standardschartungen oder in 
Herstellungsmaschinen derartiger Schaltungen fOhren 
kann. 

Es ist darOber hinaus schwierig, in einer reprodu- 
zierbaren Weise mit hoher Arbeitstaktfolge eine groBe 
Genauigkeit bei dem diagonalen Umlegen und optimale 
Kontaktbedingungen zwischen dem umgelegten Ende 
und dem Halblerterkristall zu erzielen, was einen erheb- 
lichen AusschuB im Verlauf der Konforrnrtatsprufungen 
zur Folge hat 

Um die genannten Mangel zu beseitigen, ist insbe- 
sondere in der Druckschrift EP-A-0 351 749 vorgeschla- 
gen worden, ein vorgestanztes Metallrahmenband zu 
verwenden, in dem die Zungen ebenfalls in Paaren 
gruppiert and, in denen jedes Bauteil ausgehend von 
einem seitlichen kontinuieriichen Aufbaustreifen in die 
Richtung des gegenuberliegenden Aufbaustreifens ver- 
lauft, der die andere Zunge tragi wobei abgewinkelte 
Teile jedem Zungenpaar gegenQber und eine Langsver- 
setzung zwischen letzteren konstruktiv vorgesehen 
sind. 

Die beiden seitlichen Streifen werden durch 
schragverlaufende Querzungen verbunden, die die ver- 



schiedenen Paare untereinander trennen und die 
genannten seitlichen Streifen mittels schmalerer Teile 
verbinden. 

Das Herstellungsverfahren besteht insbesondere 

5 darin, daB nach der Anordnung und Festlegung eines 
Halbleiterkristalls an dem f reien nach unten umgelegten 
Ende einer der beiden Zungen gleichzeitig zwei Relativ- 
versetzungen der beiden seitlichen Streifen untereinan- 
der bewirkt werden, von denen eine (in eine Richtung 

io senkrecht zur Ebene des ausgestanzten Bandes) die 
die Halbleiterkristalle tragenden Zungen in eine 
bestimmte paratlele Ebene bringt, die unter der Ebene 
liegt, in der die Zungen sich befinden, die nicht mit Kri- 
stallen versehen sind und nach oben umgelegte Enden 

75 haben, und von denen die andere (in der L&ngsrichtung 
des ausgestanzten Bandes) eine Ausrichtung der bei- 
den Zungen jedes Paares bewirkt. 

Die erste Versetzung wird dann umgekehrt, und die 
beiden Zungen jedes Paares kehren wieder in dieselbe 

20 Ebene zuruck, wobei der Kristall zwischen den umge- 
legten einander ubergreif enden Enden dieser Zungen 
eingeklemrrrt ist. 

AnschlieBend wird das Gehause angeformt und 
werden die ublichen Konfbrmitatsprufungen durchge- 

25 fQhrt 

Dieses Herstellungsverfahren hat dennoch gleich- 
falls eine gewisse Anzahl von Mangeln. 

Die seitlichen Aufbaustreifen mussen jeweils Perfo- 
ration en fur eine schrittweise Mitnahme und somit eine 

30 Strecke aus einem dicken Material haben, damit die 
mechanischen Eigenschaften ausreichen, um die bei- 
den genannten Relatiwersetzungen zu bewirken, was 
zu einer Zunahme des nicht benutzten Materials auf der 
HOhe des anfanglich ausgestanzten Rahmens zur 

35 Folge hat 

Bei einer kontinuieriichen Herstellung mittels Ban- 
dern groBer Lange ergeben sich notwendigerweise 
Grenzspannungen an dem Teil des ausgestanzten Ban- 
des, der den Relatiwersetzungen unterworfen wird, 

40 was zu Torsionen auf der HOhe des ursprunglichen 
Bandes, zu Fehlausrichtungen bei der Montage der 
Zungen jedes Paares und Vorspannungen, beispiels- 
weise in Form von Zugspannungen, an den Verbindun- 
gen zwischen den Zungen und dem Kristall am Ende 

45 des Bereiches der Relatiwersetzungen fuhren kann. 

SchlieBlich kfinnen die Verbinden zwischen den 
Zungen und dem Kristall eventuell elastischen Feder- 
spannungen oder remanenten Verformungskraften aus- 
gesetzt sein, die eine Folge der beiden 

so Relatiwersetzungen der seitlichen Aufbaustreifen sind, 
und an diesen Verbindungen brechen, was zumindest 
bis zum Anformen des Schutzgehduses auftreten kann. 

Die vorliegende Erfindung hat insbesondere zum 
Ziel, die genannten Mangel zu beseitigen. 

55 Ein weiteres Ziel der Erfindung besteht darin, 
solange wie mdglich die teste Anordnung und starre 
und zuveriassige Selbsthaltung der Bauteile zu sichern, 
die an dem ausgestanzten Band erhatten werden, ins- 
besondere nach der Unterteilung und Bildung der Zun- 
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genteile, die dazu bestimmt sind, die AnschluBfahnen 
des Bauelementes zu bilden, derart daB eine Wieder- 
aufwicWung des Hattebandes, das die fertigen und 
geprQften Bauelemente halt, in Form eines Wickels 
mGglich ist. 

Ein zusatzliches Ziel der Erfindung besteht darin, 
eine genaue Reproduzierbarkeit bei hOherer Arbeits- 
taktfolge der Montagearbeitsvorgange der leitenden 
Teile des Bauelementes sicherzustellen, die Verbindun- 
gen zwischen den AnschluBzungen und dem Halbleiter- 
kristall zuverlassiger zu machen und ein Verfahren zur 
kontinuierlichen Hersteltung zu liefern, das nur 
begrenzte Investitionen in den Anlagen und Maschinen 
notwendig macht und einen verringerten Wartungsauf- 
wand mit sich bringt. 

Dazu hat die vorliegende Erfindung ein vorgestanz- 
tes Metallrahmenband (das in der englischen Sprache 
"frame" genannt wird) zur Herstellung von elektroni- 
schen Bauelementen mit Halbleiterkristallen zum Ziel, 
das hauptsachlich aus wenigstens zwei seitlichen langs 
verlaufenden Aufbaustreifen besteht, die miteinander in 
regelmaBigen Intervallen Ober Quersegmente verbun- 
den sind, zwischen denen koplanare Zungenpaare 
gebildet sind, von denen jede in einem Stuck mit einem 
der seitlichen Aufbaustreifen ausgebildet ist und in 
Richtung zu dem anderen der genannten seitlichen Auf- 
baustreifen verlauft, ohne die andere Zunge des 
betrachteten Paares zu beruhren, welches Band 
dadurch gekennzeichnet ist, daB die Zungen jedes Paa- 
res im wesentlichen zueinander ausgerichtet sind, und 
daB einerseits eine Zunge jedes Paares einen freien 
Endabschnrtt aufweist, der eine Halteaufnahme fOr den 
Haibleiterkristall bildet und andererseits die andere 
Zunge jedes vorliegenden Paares auf der HOhe ihres 
freien Endes ein vorgestanztes Verbindungsteil in Form 
eines Metallstreifens aufweist, der so umgelegt werden 
kann, daB er in Kbntakt mit dem Haibleiterkristall 
kommt, so daB er sich im wesentlichen in dem Volumen 
befindet, das von den Ebenen begrenzt wird, die die 
Langsrander der Zungen begrenzen. 

Die Erfindung hat gleichfalls ein Verfahren zum 
Herstellen von elektronischen Bauelementen mit Halb- 
leiterkristallen ausgehend von einem vorgestanzten 
Metallrahmenband zum Ziel, das aus wenigstens zwei 
seitlichen langs verlaufenden Aufbaustreifen besteht, 
die in regelmaBigen Abstanden Ober querverlaufende 
Segmente miteinander verbunden sind. zwischen 
denen koplanare Zungenpaare gebildet sind, von 
denen jede in einem Stock mit einem der seitlichen Auf- 
baustreifen ausgebildet ist und in die Richtung auf den 
anderen genannten seitlichen Aufbaustreifen verlauft, 
ohne die andere Zunge des betrachteten Paares zu 
beruhren, welches dadurch gekennzeichnet ist daB es 
im wesentlichen darin besteht, ein vorgestanztes 
Metallrahmenband groBer Lange der oben erwahnten 
Art zuzufOhren und fOr eine schrittweise Langsverset- 
zung zu sorgen. wahrend wenigstens die folgenden 
Arbeitsvorgange hintereinander auf der HOhe jedes 
Zungenpaares ausgefOhrt werden: 



Anordnen eines Halbleiterkristalls an einer Halte- 
aufnahme, die so ausgebildet ist, daB sie sich auf 
der HOhe des freien Endabschnittes der ersten 
Zunge befindet, 
5 - Umlegen und Verbinden eines Teils des vorge- 
stanzten Metallstreifens, der mit dem freien Ende 
der zweiten Zunge fest verbunden ist, mit dem 
Haibleiterkristall, 

Anformen eines Schutzgehauses Ober dem 
io Bereich der Verbindung zwischen den Zungen und 
dem Kristall, 

Abtrennen der beiden Zungen und Abschneiden 
und Formen der auBeren AnschluBfahnen, 
DurchfOhrung von MeBprQfungen und Aussondern 
is der mangelhaften Bauelemente. 

Die Erfindung betrrfft schlieBlich auch elektronische 
Bauelemente, die mit dem genannten Herstellungsver- 
fahren und ausgehend von einem vorgestanzten Metall- 
ic rahmenband erhalten werden, wie es oben beschrieben 
wurde. 

Die Erfindung wird dank der folgenden Beschrei- 
bung weiter verstandlich, die sich auf besonders bevor- 
zugte AusfOhrungsbeispiele bezieht und anhand von 
25 nicht beschrankenden Beispielen und unter Bezug auf 
die zugehOrigen schematischen Zeichnungen gegeben 
wird, in denen 

Fig. 4 eine Draufsicht auf einen Teil eines vorge- 

30 stanzten Metallrahmenbandes gemaB eines ersten 
AusfOhrungsbeispiels der Erfindung zeigt, 
- Fig. 5 eine teilweise geschnittene Seitenansicht 
eines elektronischen Bauelements zeigt, das aus- 
gehend von dem in Fig. 4 dargestellten Band erhal- 

35 ten wird, 

Fig. 6 eine Draufsicht auf einen Teil eines vorge- 
stanzten Metallrahmenbandes gemaB eines zwei- 
ten AusfOhrungsbeispiels der Erfindung zeigt, 
Fig. 7 eine Ansicht im einzelnen in einem anderen 

ao MaBstab eines Teils der Zunge und ihrer seitlichen 
Verlangerung zeigt, die einen Teil des in Fig. 6 dar- 
gestellten Teils des Bandes bildet, 
Fig. 8 eine Seitenansicht und eine Schnittansicht 
langs A-A der in Fig. 7 dargestellten Verlangerung 

45 zeigt, 

Fig. 9 eine Draufsicht im anderen MaBstab des in 
Fig. 6 dargestellten Teils des vorgestanzten Metall- 
rahmenbandes nach dem Aufbringen eines Binde- 
mrttels zum Befestigen eines Halbleiterkristalls 

so zeigt, 

Fig. 1 0 eine Fig. 9 analoge Ansicht nach der Anord- 
nung des Halbleiterkristalls zeigt, 
Fig. 11 eine Fig. 10 analoge Ansicht nach einem 
ersten Umlegen der seitlichen Verlangerung in 

55 Form eines L unter 90° zeigt. wobei Fig. 11 A eine 
Ansicht in einem anderen MaBstab und eine Vor- 
deransicht der Einzelheit Z in Fig. 11 zeigt, 
Fig. 12 eine zu Fig. 11 analoge Ansicht nach dem 
vollstandigen Umlegen der seitlichen Verlangerung 
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in L-Form zeigt, wobei Fig. 12A eine Ansicht in 
einem anderen MaBstab und in Perspektive der 
Einzelheit Y von Fig. 12 zeigt, Fig. 12B eine Seiten- 
ansicht der Einzelheit von Fig. 12A zeigt und Fig. 
12C eine Draufsicht auf die Einzelheit von Fig. 12A 
zeigt, 

Fig. 13 eine zu Fig. 12 analoge Ansicht nach dem 
Aulbringen des leitenden schmelzbaren Kontakt- 
bindemittels in einer Perforation zeigt, die durch 
den distalen Kontaktteil der Verlangerung geht, der 
die AnschluGfahne bildet, wobei Fig. 13A eine 
Ansicht in einem anderen MaBstab von vorne und 
teilweise geschnitten langs B-B der Einzelheit X in 
Fig. 13 zeigt, 

Fig. 14 eine zu Fig. 13 analoge Ansicht nach dem 
Anformen der Schutzgehause und von Einschub- 
zapfen zeigt, wobei Fig. 14A eine Vorderansicht 
des in Fig. 14 dargestellten Teils des vorgestanzten 
Metal Irahmenbandes zeigt, 
Fig. 15 eine zu Fig. 14 analoge Ansicht nach dem 
beispielsweise durch HerausstoBen erfolgenden 
Entfernen der Einschubzapfen zeigt, 
Fig. 16 eine zu Fig. 15 analoge Ansicht nach dem 
Abtrennen der Zungen und Abschneiden der inter- 
nen Verbindungsfahnen zeigt, 
Fig. 17 eine zu Fig. 16 analoge Ansicht nach einer 
ersten Konformrtatskorrtrolle Oder einem ersten 
Konformitatstest und dem Aussondern von fehler- 
haften Bauelementen zeigt, 
Fig. 18 eine zu Fig. 17 analoge Ansicht nach der 
Bildung der externen Verbindungsfahnen ist, wobei 
die Fig. 18A und 18B verschiedene Arten der Bil- 
dung dieser Fahnen zeigen, 
Fig. 19 eine zu Fig. 18 analoge Ansicht nach der 
Beschriftung der Schutzgehause der Bauelemente, 
insbesondere mit einem Laserstrahl, durch Tampo- 
graphie Oder durch Serigraphie ist, 
Fig. 20 eine zu Fig. 19 analoge Ansicht nach einer 
zweiten Konformrtatskorrtrolle Oder einem zweiten 
Konformitatstest, insbesondere unter Warme und 
nach dem Aussondern der fehlerhaften Bauele- 
mente ist, 

Fig. 21 eine perspektrvische Ansicht eines elektro- 
nischen Bau elements zeigt, das nach einem zwei- 
ten Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung erhatten 
wind, wobei die inneren Elemente. die im Schutzge- 
hause angeordnet sind, transparent dargestelrt 
sind, und 

die Fig. 22 A und 22 B Seitenansichten in einem 
anderen MaBstab und im Schnitt jeweils langs einer 
Mittellangsebene und einer Querebene, die in Fig. 
22A mit C-C angegeben ist, des in Fig. 21 darge- 
stellten elektronischen Bauelemerrts zeigen. 

Wie es in den Rg. 4 bis 12 der zugehcrigen Zeich- 
nungen dargestelrt ist, besteht das vorgestanzte metal- 
lische Rahmenband 1 zur Herstellung von 
elektronischen Bauelementen 2 mit Hablerterkristallen 
2* im Grunde aus wenigstens zwei sertiichen langs ver- 



laufenden Aufbaustreifen 3 und 3*. die miteinander in 
regelmaBigen Intervallen uber Quersegmente 4 verbun- 
den sind, zwischen denen koplanare Zungenpaare 5, 5' 
ausgebildet sind, von denen jede in einem Stuck mit 

5 einem der sertiichen Aufbaustreifen 3 Oder 3* ausgebil- 
det ist, und in eine Richtung zum anderen seitlichen 
Aufbaustreifen 3' Oder 3 verlauft, ohne die andere 
Zunge des besagten Paares zu beruhren. 

GemaB der Erfindung sind die Zungen 5 und 5* 

10 jedes Paares genau zueinander ausgerichtet, weist 
eine der Zungen 5 jedes Paares einen freien Endab- 
schnitt 6 auf, der eine Hafteaufnahme fur den Halble'rter- 
kristatl 2' bildet, und weist die andere Zunge 5* jedes 
Paares auf der HOhe ihres freien Endes 7 einen Verbin- 

15 dungsteil 8 in Form eines vorgestanzten Metallstreifens 
auf, der so umgelegt werden kann, daB er mit dem 
Halbleiterkristall 2* in Beruhrung kommt, so daB er sich 
im wesentlichen in dem Volumen befindet, das von den 
Ebenen definiert wird. die die Langsrander der Zungen 

20 5, 5* begrenzen. 

In dieser Weise sind alle elektrischen AnschluBele- 
mente des fertigen elektronischen Bauelements 2 in 
einem einzigen vorgestanzten Metallrahmenband 1 
integriert. was aus diesem Grunde eine genaue Mon- 

25 tage begOnstigt und eine fortiaufende Produktion 
ermOglicht. wobei nur zwei elektrische Verbindungs- 
punkte in dem besagten Bauelement 2 vorgesehen 
sind. 

Die Zungen 5, 5' sind werterhin zueinander ausge- 

30 richtet, und es ist kein seitlich vorstehender Teil nach 
dem Umlegen des Verbindungsteils 8 in Form eines 
Metallstreifens vorhanden, so daB das Schutzgehause 
19 einen geringeren Platzbedarf, insbesondere was die 
Breite anbetrifft, hat. 

35 Bei einem ersten speziellen Ausfuhrungsbeispiel 
der Erfindung, das in den Fig. 4 und 5 der zugehcrigen 
Zeichnungen dargestelrt ist, ist der Verbindungsteil 8 in 
Form eines Metallstreifens. der eine langgesteckte 
geradlinige Form hat, im freien Endabschnitt 7 der ent- 

40 sprechenden Zunge 5' ausgestanzt, wobei er mit letzte- 
rer an seinem zur anderen Zunge 5 gerichteten Ende 
fest verbunden ist, und die Lange des besagten Teils 8 
in Form eines Metallstreifens so gewahlt ist, daB nach 
zwei Umbiegungen um 90° des letzteren, und zwar 

45 einer auf der HOhe des Endes, das fest mit der Zunge 5' 
verbunden ist, der distale freie Teil 9 des Endsegmentes 
10 in Kontakt mit dem Halbleiterkristall 2' kornrnt, der 
am freien Endabschnitt 6 der anderen Zunge 5 befestigt 
ist. 

so Vorzugsweise sind die beiden Beretche 21 und 21 \ 
an denen der Verbindungsteil 8 in Form eines Metall- 
streifens um 90° gebogen wird. um eine Strecke beab- 
standet, die der HOhe des Halbleiterkristalls 2* 
gegebenenfalls zuzuglich der Hohe eines vorstehenden 

55 gewOIbten Teils 9 M ist. der an der Flache 9' des freien 
distalen Teils 9 ausgebildet ist und mit dem Kristall 2" in 
Kontakt kommt. 

Aufgrund dieser Anordnung wird der Kristall 2 1 
mechanisch durch den freien distalen Teil 9, insbeson- 
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dere w&hrend der Phase der Verfestigung des Binde- 
mittels 2", gehalten, das den Kristall 2' an der 
Halteaufnhame 6 der entsprechenden Zunge 5 festlegt 

Bei einem zweiten bevorzugten Ausfuhrungsbei- 
spiet der Erfindung, das in den Fig. 6 bis 13 der zugeho- 
rigen Zeichnungen dargestellt ist, besteht der 
Verbindungsteil in Form eines Metailstreifens aus einer 
vorgeformten seitlichen Veriangerung, die im wesentlt- 
chen L-f6rmig ist und aus einem auBeren Segment im 
wesentlichen parallel zu den LSngsachsen der betref- 
fenden Zungen 5, 5* und einem mittleren Verbindungs- 
segment 1 1 gebildet ist, das im wesentlichen senkrecht 
zu diesen Langsachsen der betreffenden Zungen 5, 5' 
verlduft, und vorzugsweise mrt einer Biegeschwa- 
chungszone 12 versehen ist, wobei die Veriangerung 8 
eine AnschluBfahne zum Halbleiterkristall 2' bildet, der 
am freien Endabschnrtt 6 der anderen Zunge 5 ange- 
ordnet ist, nachdem sie auf der H6he dieser Schwa- 
chungszone 12 umgelegt worden ist. 

Diese Schwachungszone 12 kann durch Stanzen 
von zwei seitlichen Einschnitten Oder durch eine kreis- 
formige Oder langgestreckte Offnung im mittleren Ver- 
bindungssegmerrt 11 vorzugsweise in der Nahe des 
freien Endabschnittes 6 der entsprechenden Zunge 5' 
erhalten werden. 

Es sei darauf hingewiesen, daB die beiden oben 
beschriebenen AusfOhrungsvarianten des Verbin- 
dungsteils 8 in Form eines Metailstreifens es erlauben, 
ein vorgestanztes Metallrahmenband 1 gemaB der 
Erfindung zur Bildung von elektronischen Bauelemen- 
ten nach bekannten, im vorhergehenden erwahnten 
technischen Verfahren, namlich dem Verfahren mil 
einem Edelmetallverbindungsdraht und dem Verfahren 
mit einem eingesetzten Metal fteil zu verwenden, indem 
entweder der Verbindungsteil 8 in Form eines Metail- 
streifens beim ersten Ausfuhrungsbeispiel nicht umge- 
legt wind Oder die die seitiiche Veriangerung 8 beim 
zweiten Ausfuhrungsbeispiel vorzugsweise auf der 
HChe der Schwachungszone 12 abgeschnitten wird. 

GemaB eines Merkmals der Erfindung, das insbe- 
sondere in den Rg. 7, 8, 12A, 12B und 12C der zugehG- 
rigen Zeichnungen dargestellt ist, zeigt das 
Endsegment 10 der Veriangerung 8 zwei Knicke Oder 
Fatten 13 und 13' im Abstand voneinander und mit ent- 
gegengesetzten Ausrichtungen, die so ausgebildet 
sind, daB der freie distale Abschnitt 9 des Endsegmen- 
tes 10, der dazu bestimmt ist, mit dem Halbleiterkristall 
2', gegebenenfalls Qber einen gewOIbten vorstehenden 
Teil 9", der durchbohrt ist Oder nicht, und an der Fiache 
9' des Teils 9 auf den Kristall 2' zugerichtet ausgebildet 
ist, in Kontakt zu kommen, in einer Ebene angeordnet 
ist, die parallel bezuglich der Ebene versetzt ist. in der 
der Teil 10' des Endsegmentes 10 liegt, der nahe am 
Verbindungszwischensegment 1V und den beiden Fal- 
ten 13 und 13' gegenQberliegt. 

Die Ausbildung eines gewolbten vorstehenden Teils 
9 M oder einer anderen vorstehenden Struktur, die durch 
Verformung des entsprechenden Bereiches des freien 
distalen Abschn'rttes 9 angebracht oder ausgebildet ist. 



ertaubt es, genau den Kontaktbereich oder Kontakt- 
punkt mit der Oberfiache des Kristalls 2' zu bestimmen. 
was im wesentlichen Fehlkontakte, insbesondere bei 
Kristallen 2' mit planarer Struktur ausschlieBt, bei denen 
5 der Kontaktbereich verringert ist. 

Der gewolbte vorstehende Teil 9" kann mit einem 
oder mehreren Bohrungen zum Durchgang des 
schmelzbaren lertenden Kontaktbindemittels 20 verse- 
hen sein. 

io Bei einer bevorzugten Ausbildungsvariartte der 
Erfindung ist der freie distale Teil 9 des Endsegmentes 
10 mit einer querverlaufenden Perforation 14 versehen, 
die bezuglich des Kontaktbereiches 5 des Teils 9 zu 
dem Halbleiterkristall 2' nach dem Umlegen des Verbin- 

75 dungsteils 8 in Form eines Metailstreifens zentriert ist. 

in vorteilhafter Weise mOndet diese querverlau- 
fende Perforation 14 an der Fiache 9' des freien distalen 
Teils 9, die zum Halbleiterkristall 2' nach dem Umlegen 
gerichtet ist, und zwar auf der HOhe einer vorstehenden 

20 Struktur 16 in Form eines Kraters, dessen Ringwand 
16', die die Offnung der besagten Perforation 14 
begrenzt, bezuglich der Oberfiache der besagten Fia- 
che 9* des distalen Teils 9 vorsteht, die nach dem Umle- 
gen zum Halbleiterkristall 2' gerichtet ist 

25 Urn das Aufbringen des schmelzbaren lertenden 
Bindemittels 20 zu erleichtern und eine unerwOnschte 
Ablagerung des schmelzbaren leitenden Bindemittels 
20 jenseits des Kontaktbereiches 15 zu vermeiden, 
kann die querverlaufende Perforation 14 auf der H6he 

30 der Fiache des freien distalen Teils 9, die der Fiache 9' 
gegenQberliegt, die dazu bestimmt ist, zum Halbleiter- 
kristall 2' gewandt zu werden, auf dem Boden einer Ver- 
starkung 17, beispielswetse einer kreisformigen Schale, 
munden. 

35 Die genannten Ausbildungen erlauben es somit, 
das Aufbringen des Bindemittels 20 zu erleichtern, 
einen gegebenenfalls vorhandenen OberschuB an Bin- 
demittel 20 Qber die Kapillaritdt zu absorbieren und in 
der Verstarkung 17 zurQckzuhalten und eine Kontakt - 

40 zone 15 zu garantieren, die genau, War begrenzt und 
mit Genauigkert identisch reproduzierbar ist. 

Die vorstehende Struktur 16 in Form eines Kraters 
und die Verstarkung 17 werden durch Verformen des 
Ringbereiches gebildet, der die querverlaufende Perfo- 

45 ration 14 auBen umschlieBt. 

Urn ein leichtes Umlegen (beispielsweise durch 
einfache mechanische Arbeitsvorgange) und eine 
genaue Ausrichtung des Endsegmentes 10 der Verian- 
gerung 8 nach dem Umlegen zu garantieren, bildet die 

so Schwachungszone 12 zum Umlegen, die vorzugsweise 
im mittleren Verbindungssegment 11 ausgebildet ist, 
eine Faltlinie 12', vorzugsweise parallel zu den Achsen 
der entsprechenden Zonen 5, 5*. und erlaubt es diese 
Schwachungszone, die Veriangerung 8 urn 180° bis zu 

55 einem Fldchenkontakt zwischen dem umlegbaren Teil 
11* des mittleren Verbindungssegmentes 11 und dem 
freien Ende 7 der entsprechenden Zunge 5* umzulegen. 

GemaB eines Merkmals der Erfindung, das in den 
Fig. 6 bis 8 und 12B der zugehdrigen Zeichnung darge- 
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stelt ist, ist der Abstand d zwischen dem oberen Rand 
16" der Ringwand 16' der vorstehenden Struktur 16 in 
Form eines Kraters und der Flache des umlegbaren 
Teils 11' des mittleren Verbindungssegmentes 11, der 
mrt dem freien Ende 7 der errtsprech end en Zunge 5' in 
Korrtakt kommt, nach dem vollstandigen Umlegen der 
seitlichen Verlangerung 8 im wesentlichen mit der Hdhe 
des Haibleiterkristalls 2* identisch. 

Die Bestimmung des genannten Abstandes d durch 
Vorformen der Verlangerung 8 und die genaue Begren- 
zung des Umlegens der besagten Verlangerung 8 durch 
oberflachenfdrmigen Anschtag erlaubt es in reprodu- 
zierbarer, leichter und genauer Weise, ein Halten des 
Kristalls 2' durch Einklemmen zwischen dem freien 
distal en Teil der Zunge 5' Oder in rem vorstehenden Teil 
Oder ihrer vorstehenden Struktur 9" Oder 16 und der 
Halteaufnahme 6 der Zunge 5 zu erreichen, was eine 
mechanische Unbeweglichkeit des Kristalls, insbeson- 
dere vor der Verfestigung des leitenden Bindemittels 
der Befestigung und des Kontaktes 20 und vor dem 
Anformen des Schutzgehauses 19 garantiert. 

GemaB eines weiteren Merkmals der Erfindung, 
wie es insbesondere in den Fig. 6 und 14 bis 20 der 
zugehdrigen Zeichnung dargestellt ist, haben die quer- 
verlaufenden Segmente 4 Verlangerungen 18 in Form 
von Fahnen, deren freie Endabschnitte 18' in das Volu- 
men vorstehen, das die Verbindung zwischen den Zun- 
gen 5, 5' und dem Kristatl 2' umgibt und schlieBlich von 
der Masse des Schutzgehauses 19 eingenommen wird, 
das durch Anformen ausgebildet wird, was es somrt 
erlaubt, die elektronischen Bauelemente 2 am Metall- 
rahmenband 1 nach dem Abschneiden der Zungen 5 
und 5' zu halten und festzulegen. 

Vorzugsweise weist jedes querverlaufende Seg- 
ment 4 zwei Verlangerungen 18 in Form von beabstan- 
deten Fahnen an jeder seiner Serten auf. 

Urn das Material, das das vorgestanzte Metallrah- 
menband 1 bildet, am besten auszunutzen und zu einer 
hdheren Dichte der Zungen 5, 5' und somit der Bauele- 
mente 2 pro Langeneinheit zu gelangen, haben die 
querverlaufenden Segmente 4 jeweils einen Abschnitt 
4' geringerer Breite den freien Enden der Zungen 5, 5' 
gegenQber, so daB der in dieser Weise freigelegte 
Bereich des Metallrahmenbandes wenigstens teilweise 
dazu benutzt wird, die umlegbare seitliche Verlange- 
rung 8 zur Bildung der AnschluBfahne abzuschneiden. 

Die vorliegende Erfindung hat gleichfalls ein Ver- 
fahren zum Herstellen von elektronischen Bauetemen- 
ten mit Halbleiterkristallen ausgehend von einem 
vorgestanzten Metallrahmenband zum Ziel, das wenig- 
stens aus zwei seitlichen langsveriaufenden Aufbaust- 
rerfen 3 und 3' besteht, die miteinander in regelmaBigen 
Irrtervallen durch querverlaufende Segmente 4 verbun- 
den sind, zwischen denen koptanare Paare von Zungen 
5 und 5' vorgesehen sind, die jeweils in einem Stuck mit 
einem der seitlichen Aufbaustrerfen ausgebildet sind 
und in eine Richtung zum anderen besagten seitlichen 
Aufbaustrerfen verlaufen, ohne die andere Zunge des 
betreffenden Paares zu beruhren. 



Wie es in den Fig. 4, 5, 6 und 9 bis 20 der zugehd- 
rigen Zeichnungen dargestellt ist. besteht dieses Ver- 
fahren im wesentlichen darin, daB ein vorgestanztes 
Metallrahmenband 1 groBer Lange, wie er oben 
5 beschrieben wurde. zugefuhrt wird und dafur gesorgt 
wird, daB es in Langsrichtung schrittweise versetzt wird, 
wahrenddessen die folgenden Arbeitsvorgange nach- 
einander auf der Hdhe jedes Zungenpaars 5, 5' ausge- 
fOhrt werden: 

10 

Anordnen eines Haibleiterkristalls 2' an einer Halte- 
aufnahme 6, die so ausgebildet ist, daB sie sich auf 
der Hdhe des freien Endabschnittes der ersten 
Zunge 5 befindet, 
15 - Umlegen eines Teils 8 in Form eines vorgestanzten 
Metallstreifens, der fest mit dem freien Ende 7 der 
zweiten Zunge 5' verbunden ist. und Verbindung mit 
dem Halbleiterkristall 2', 

Anformen eines Schutzgehauses 19 urn den Ver- 
20 bindungsbereich zwischen den Zungen 5, 5' und 
dem Kristall 2\ 

Abtrennen der beiden Zungen 5 und 5' und 
Abschneiden und Formen der auBeren AnschluB- 
fahnen, 

25 - Durchfuhren einer MeBprufung Oder von MeBpru- 
fungen und Aussondern der fehlerhaften Bauele- 
mente 2. 

GemaB einer ersten Ausbildungsvariante der Erf in- 

30 dung, die in den Fig. 6 und 9 bis 12 der zugehdrigen 
Zeichnungen dargestellt ist, besteht der Teil 8 in Form 
eines Metallstreifens der zweiten Zunge 5' vor dem 
Umlegen aus einer seitlichen Verlangerung in L-Form, 
die uber das Endsegment 1 1 , das die Basis des L bildet, 

35 mit der besagten zweiten Zunge 5* verbunden ist, und 
deren Segment 10, das den anderen Schenkel des L 
bildet, parallel zu den besagten Zungen 5, 5' verlduft, 
wobei ein freier distaler Teil 9 der Halteaufnahme 6 der 
ersten Zunge 5 zugewandt, jedoch in einer Ebene 

40 angeordnet ist, die parallel bezQglich der Ebene ver- 
setzt ist, in denen die Zungen 5 und 5* liegen, erfblgt das 
Umlegen der genannten Verlangerung 8 einerseits auf 
der Hdhe einer Schwachungszone 1 2 des Segmentes 
11, das die Basis des L bildet, und fangs einer Fallinie 

45 12' parallel zu den Langsachsen der Zungen 5, 5', bis 
der umlegbare Teil 11' des besagten Segmentes, das 
die Basis des L bildet, mrt dem freien Ende 7 der zwei- 
ten Zunge 5' in Korrtakt kommt. 

Das Umlegen der Verlangerung 8 in L-Form erfolgt 

so uber eine erste Faltbewegung um 90° auf der Hdhe der 
Schwachungszone 12, auf die eine zweite Faltbewe- 
gung um 90° auf der Hdhe dieser Zone folgt, wodurch 
der umlegbare Teil 1 1 ' des Segmentes 1 1 , der die Basis 
des L bildet, vollstandig gegen die Oberilache des 

55 freien Endes 7 der zweiten Zunge 5' umgelegt wird, 
wobei die zweite Faltbewegung gegebenenfalls in 
wenigstens zwei TeiifaHbewegungen aufgeteift sein 
kann(Fig. 11 und 12). 

GemaB einer zweiten Ausbildungsvariante der 
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Erfindung. die in den Fig. 4 und 5 der zugehOrigen 
Zeichnung dargestellt ist, wird der Verbindungsteil 8 in 
Form eines Metallstreifens, der in den freien Endab- 
schnitt 7 der zweiten Zunge 5* gestanzt ist und eine 
geradlinige langgestreckte Form hat einmal um 90° auf 5 
der Hflhe seines Endes umgelegt, das mit der zweiten 
Zunge 5 f fest verbunden ist, und ein zweites mal um 90° 
in Richtung der ersten Zunge 5 umgelegt, wobei die bei- 
den Fattbereiche um eine Strecke beabstandet sind. die 
der HShe des Halbleiterkristalls 2' entspricht, und die w 
Lange des besagten Teils 8 in Form eines Metallstrei- 
fens derart ist, daft der freie distale Teil 9 nach dem 
Umlegen in einen Korttakt mit dem Halbleiterkristall 2' 
kommt. 

Wie es in den Fig. 5. 13. 22A und 22B der zugehO- is 
rigen Zeichnungen dargestellt ist, wird die Verbindung 
des Halbleiterkristalls 2' mit der zweiten Zunge 5' nach 
dem Umlegen des Teiles 8 in Form eines Metallstreifens 
uber einen mechanischen Korrtakt mit vorstehenden 
Teil 9" oder 16 am freien distalen Teil 9 und durch 20 
Anordnen eines leitenden schmelzbaren Bindemittels 
zwischen letzterem und dem Kristall 2* oder durch Inji- 
zieren eines leitenden schmelzbaren Bindemittels 20 in 
eine querverlaufende Perforation 14 verwirWicht, die im 
freien distalen Teil 9 vorgesehen ist und an der Flache 25 
9* des letzteren, die zu dem besagten Kristall 2' gerich- 
tet ist, auf einer HOhe einer gewGlbten Struktur oder 
eines gewOlbten vorstehenden Teils 9" oder eines Teils 
in Form eines Kraters 16 mundet, was zu einem mecha- 
nischen Kontakt mit dem besagten Kristall 2' nach dem 30 
Umlegen des Verbindungsteils 8 in Form eines Metall- 
streifens f Ohrt. 

GemaB eines Merkmais der Erfindung wird die 
Masse, die das Schutzgehause 19bildet, gleichfalis um 
die freien Enden 1 8* der Verlangerungen 1 8 in Form von 35 
Fahnen gegossen, die von den querverlaufenden Seg- 
menten 4 ausgehen und damit fest verbunden sind, 
wobei fehlerhafte Bauelemente 2 dadurch ausgeson- 
dert werden, daB an letzteren ein ausreichender Druck 
zum Brechen der Verbindung zwischen dem Gehause 40 
19 und den Verlangerungen 18 in Form von Fahnen 
angelegtwird. 

Dank dieser Ausbildung kann das vorgestanzte 
Metallrahmenband 1 von einem Wickel abgewickett 
werden und kann nach der Bildung und Beschriftung 45 
der elektronischen Bauelemente 2 und nach einer Kbn- 
trolle und der Aussonderung der fehterhaften Bauele- 
mente 2 das Metallrahmenband 1. das die fertigen 
Bauelemente 2 sicher durch die Verlangerungen 8 
gehalten tragt, wieder in Form eines Wickels aufgewik- so 
kelt werden. 

Im Qbrigen kOnnen die Kontrollen oder PrOfungen 
der elektrischen Eigenschaften an den total isolierten 
Bauelementen 2 (AnschluBfahnen in Luft) ausgefQhrt 
werden, und kOnnen die beiden auBeren AnschluBfah- ss 
nen gebiWet werden, wahrend die Bauelemente 2 noch 
am vorgestanzten Metallrahmenband 1 gehalten sind. 
was sichersteltt, da 8 sie regelmaBig, fort) auf end und in 
einer groBen Zahl befOrdert werden und daB sie ihre 
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Ausrichtung im Verlauf aller Herstellungsarbeitsvor- 
gange der besagten Bauelemente 2 beibehalten. 

Da darOber hinaus das vorgestanzte Metallrahmen- 
band 1 als Halterung wahrend aller Herstellungsarbeits- 
vorgange dient, sind die BefOrderungen an den 
Ausrustungsteilen stark vereinfacht. ja sogar beseitigt. 

Das Herstellungsverfahren gemaB der Erfindung 
kann insbesondere aus den folgenden Schritten beste- 
hen: 

Abrollen und BefOrdern durch schrittweises Mitneh- 
men eines vorgestanzten Metallrahmenbandes 1 , 
wie es im vorhergehenden beschrieben wurde, das 
insbesondere Zungenpaare 5 und 5' umfaBt, deren 
Zungen 5' mit seitlichen Verlangerungen 8 verse- 
hen sind. die vorgefbrmt und mit Schwachungszo- 
nen 12 des bevorzugten Umlegens versehen sind 
(Fig. 6). 

Auf bring en einer bestimmten Menge eines leiten- 
den Bindemittels 2' auf einen freien Endabschnitt 6 
der Zungen 5 (Fig. 9), 

Aufsetzen eines vororientierten Halbleiterkristalls 2' 
(der beispielsweise mit einer Sperre oder einer 
gewOlbten Flache auf der HGhe einer seiner Funkti- 
onsflachen versehen ist) auf dem leitenden Binde- 
mittel 2' (Fig. 10), 

Umlegen um 90° der seitlichen Verlangerung 8 auf 
der H6he der Schwachungszone 12 (Fig. 11), 
Umlegen um 180° der seitlichen Verlangerung 8, 
was dadurch begrenzt ist, daB der umlegbare Teil 
IV des Zwischenverbindungssegmentes 11 mit 
dem freien Ende 7 der Zunge 5' in Oberf lachenan- 
lage kommt (Fig. 12), 

Anordnen des schmelzbaren leitenden Bindemit- 
tels 20 auf der HOhe des Kontaktbereiches zwi- 
schen der Verlangerung 8 und dem Kristall 2' 
beispielsweise durch Einbringen in eine querver- 
laufende Perforation 14, die auf der HOhe einer vor- 
stehenden Struktur oder eines vorstehenden Teils 
9" oder 16 des freien distalen Teils 9 der Verlange- 
rung 8 mundet (Fig. 13 und 13 A), 
Verfestigen des Bindemittels 20, 
Anformen eines Schutzgehauses 19 um den Halb- 
le'rteranschluB und die Enden 18' der Verlangerun- 
gen 18, die von den querverlaufenden Segmenten 
4 ausgehen, und Anformen der Einschubzapfen 22 
(Fig. 14 und 14A), 

Verzinnen der Teile der Zungen 5 und 5', die nicht 
im Schutzgehause 19 eingeschtossen sind, 
Beseitigen durch HerausstoBen der Einschubzap- 
fen 22 (Fig. 15), 

Abschneiden der AnschluBfahnen anschlieBend an 
ein Abtrennen der Zungen 5 und 5' (Fig. 16), 
elektrische MeBprOfungen und Aussortdern von 
auBerhalbder Normen liegenden Bauelemente. 
Formen der AnschluBfahnen (Fig. 1 8). 
Beschriften der verbleibenden Bauelemente 2, was 
die Kennzeichnung des Bauelementes und seine 
Polaritat anbetrifft (Fig. 19), 
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WarmebestSndigkeitsprufungen und Aussondern 
von Bauelementen 2 auBerhalb der Normen (Fig. 
20) und 

Verpackung des Rahmenbandes 1 mit den festsit- 
zenden Bauelementen nach dem Aufrollen und 5 
anschlieBendes Aufbewahren Oder Verschicken. 

Unter den Vorteilen des beschriebenen Verfahrens, 
die im Grunde aus den Besonderheiten des vorgestanz- 
ten Metailrahmenbandes resultieren, das oben io 
beschrieben wurde, kann man insbesondere die Mog- 
lichkeit hervorheben, daB ein derartiges vorgestanztes 
hetaltrahmenband 1 fur die Herstellung von Bauele- 
menten nach tradition el I en technischen Verfahren ver- 
wandt werden Kann (indem die seitliche Veriangerung 8 is 
auf der HOhe ihrer Faltlinie abgeschnitten wird), daB 
lose Kristalle 2' Oder Krtstalle 2' aus einer dQnnen 
Schicht verwandt werden kOnnen, daB die Notwendig- 
keit fehrt, vor dem Arrformen des Gehauses die 
Anschlusse vorab zu schQtzen, daB das Produkt (die 20 
Bauelemente) in einem fortlaufenden Band und mit gro- 
Ber Flexibilitat gefertigt werden kann, daB die Bauele- 
mente und das Anfangsband in Form eines Wickels 
leicht gelagert und gehandhabt werden kflnnen, daB es 
mOglich ist, wirtschaftlich Montage-, Transport- und Sor- 25 
tieranlagen mit hoher Arbeitstaktfrequenz zu verwen- 
den, indem man auf traditionelle Techniken zuruckgreift, 
deren Handhabung uber klassische Produktionstechni- 
ker sichergestellt werden kann. 

Die voriiegende Erfindung hat gleichfalls eine elek- 30 
tronisches Bauelement mit Halbleiterkristall zum Ziel, 
das mittels eines Herstellungsverfahrens erhalten wird, 
wie es oben beschrieben wurde, und insbesondere von 
einem vorgestanzten Metallrahmenband dergenannten 
Art ausgeht, welches Bauelement im wesentlichen aus 35 
einem Schutzgeh&use 19 besteht, das den Halbleiter- 
verbindungsbereich und zwei Metallzungen 5, 5' 
umgibt, die die auBeren Verbindungszungen bilden, von 
denen eine den Halbleiterkristall 2' auf der Hohe seines 
Endes trdgt, das sich im Gehduse 19 befindet, dadurch 40 
gekennzeichnet, daB die zweite Zunge 5* auf der Hdhe 
ihres Endes, das sich im Schutzgehduse 19 befindet, 
eine vorgeformte Veriangerung 8 aufweist, die in einem 
Stuck mit dieser Zunge 5' ausgebiidet ist und durch seit- 
liches Umlegen so umgelegt ist, daB sie in Kontakt mit 45 
dem Halbleiterkristall 2' gekommen ist. 

In vorteilhafter Weise hat die vorgeformte Veriange- 
rung 8 eine L-Form mit einem mittleren Verbindungs- 
segment 1 1 , das auf sich selbst zurOckgelegt wird, und 
einem auBeren Segment, das doppert gefaltet ist, des- so 
sen auBerer distaler Teil 9 in Kontakt mit der oberen 
AuBenf iache des Halbleiterkristalls 2' gegebenenfalls in 
Form einer WOlbung uber einen dazwischen angeord- 
neten vorstehenden Teil oder eine WOtbung 9" oder 
eine vorstehende Struktur 16 in Form eines Kraters ss 
stent, der die Offnung einer querverlaufenden Perfora- 
tion 14 bildet, die ein leitendes Kontaktbindemittel 20 
aufnimmt, wodurch der elektrische AnschluB und 
wenigstens teilweise die mechanische Halterung des 



besagten distalen Endabschn'rttes am Halbleiterkristall 
2' sichergestellt ist. 

SchlieBlich hat die Erfindung unter anderem auch 
ein elektronisches Bauelement 1 mit einem Halbleiter- 
kristall zum Ziel, das mittels des Herstellungsverfah- 
rens, das oben als Variante beschrieben wurde, 
erhalten wird und insbesondere von einem vorgestanz- 
ten hetallrahmenband 1, wie es im vorhergehenden 
beschrieben wurde. ausgeht, welches ein Schutzge- 
hause 19 umfaBt, das den Verbindungsbereich und die 
beiden Metallzungen 5 und 5', die die auBeren 
AnschluBfahnen bilden, umgeben, von denen eine den 
Halbleiterkristall 2' auf der HGhe ihres im Gehduse 19 
bef tndlichen Endes tragt, dadurch gekennzeichnet, daB 
die zweite Zunge 5' auf der HOhe ihres Endes im 
Gehduse 19 einen Teil 8 in Form eines Metal Istreif ens 
aufweist, der langgestreckt geformt und in der Zunge 5' 
ausgestanzt ist und durch zwei getrennte Faltungen urn 
90° zu einer AnschluBfahne in Kontakt mit dem Halblei- 
terkristall 2' auf der HOhe seines distalen Endabschnrt- 
tes 9 gebildet ist (Fig. 4 und 5). 

Wie es in Fig. 5 dargesteiit ist, ist der Abstand d 
zwischen den beiden Fattbereichen urn 90° 21 und 21' 
im wesentlichen gleich der HOhe des Halbleiterkristalls 
2\ so daB der distale Endabschnitt 9 in Kontakt mit der 
oberen AuBenf iache des Halbleiterkristalls 2' Ober einen 
gewOlbten vorstehenden Teil einer vorstehenden Struk- 
tur 16 in Form eines Kraters stent, der die Offnung einer 
querverlaufenden Perforation 14 bildet, die ein leitendes 
Kontaktbindemittel 20 aufnimmt, das die elektrische 
Verbindung und wenigstens teilweise die mechanische 
Halterung des besagten distalen Endabschnittes 9 am 
Halbleiterkristall 2' sicherstellt. 

Es versteht sich, daB die Erfindung nicht auf die 
beschriebenen und in den zugehdrigen Zeichnungen 
dargestellten AusfOhrungsbeispiele beschrdnkt ist. Es 
bleiben Abwandlungen mOglich, insbesondere in Hin- 
blick auf den Aufbau der verschiedenen Bauteile oder 
bezuglich des Ersatzes durch aquivalente Techniken, 
ohne den Schutzbereich der Erfindung zu verlassen. 

PatentansprQche 

1. Vorgestanztes Metallrahmenband zur Herstellung 
von elektronischen Bauelementen mit Halbterterkri- 
stallen, welches im wesentlichen aus wenigstens 
zwei seitlichen tangs verlaufenden Aufbaustreifen 
besteht, die miteinander in regelmaBigen Interval- 
len uber querverlaufende Segmente verbunden 
sind, zwischen denen koplanare Zungenpaare vor- 
gesehen sind, von denen jede in einem Stuck mit 
einem seitlichen Aufbaustreifen ausgebiidet ist und 
in die Richtung auf den anderen besagten seitli- 
chen Aufbaustreifen veriauft. ohne die andere 
Zunge des betreffenden Paares zu beruhren, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Zungen (5) und 
(5*) jedes Paares im wesentlichen zueinander aus- 
gerichtet sind und daB einerserts eine der Zungen 
(5) jedes Paares einen freien Endabschnitt (6) auf- 
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weist, der eine Halteaufnahme fur den Halbleiterkri- 
stall (2*) bildet, und andererseits die andere Zunge 
(5') jedes vorliegenden Paares auf der HOhe ihres 
freien Endes (7) einen vorgestanzten Verbindungs- 
teil (8) in Form eines Metallstreifens aufweist, der 
so umgelegt werden kann, daB er in Korrtakt mit 
dem Hal bleiterkri stall (2*) kommt, wobei er sich im 
wesentlichen in dem Volumen befindet, das von 
den Ebenen bestimmt wird, die die langs verlaufen- 
den Rander der Zungen (5, S) begrenzen. 

2. Rahmenband nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Verbindungsteil (8) in Form eines 
Metallstreifens, der eine geradlinige ianggestreckte 
Form hat, im freien Endabschnitt (7) der entspre- 
chenden Zunge (5*) ausgestanzt ist, wobei er mit 
letzterer Qber sein zur anderen Zunge (5) gerichte- 
tes Ende fest verbunden ist, die Lange des besag- 
ten Teils (8) in Form eines Metallstreifens derart ist, 
daB nach zwei Faltungen um 90° des letzteren, von 
denen eine auf der HOhe des Endes erfolgt, das 
fest mit der entsprechenden Zunge (5*) verbunden 
ist, der freie distaie Teil (9) des Endsegmentes (10) 
in einen Korrtakt mit dem Halbleiterkristall (2*) 
kommt, der am freien Endabschnitt (6) der anderen 
Zunge (5) befestigt ist. 

3. Rahmenband nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die beiden Bereiche (21 und 21*) der 
Faltung um 90° des Verbindungsteils (8) in Form 
eines Metallstreifens um eine Strecke beabstandet 
sind, die der HOhe des Halbleiterkristalls (2*) zuzug- 
iich gegebenenfalls der HChe eines gewOlbten vor- 
stehenden Teils (9") ist, der an der Fiache (9 1 ) des 
freien distalen Teils (9) ausgebildet ist und mit dem 
Kristall (2) in Kontakt kommt. 

4. Rahmenband nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Verbindungsteil (8) in Form eines 
Metallstreifens aus einer vorgeformten sertlichen 
Veriangerung besteht, die im wesentlichen L-fOrmig 
ist und aus einem auBeren Segment (10) im 
wesentlichen parallel zu den LSngsachsen der 
betreffenden Zungen (5, 5') und einem Zwischen- 
verbindungssegment (11) im wesentlichen senk- 
recht zu den genannten Langsachsen der 
betreffenden Zungen (5. 5") besteht und mit einer 
Schwachungszone (12) zum bevorzugten Umlegen 
versehen ist, welche Veriangerung (8) eine 
AnschiuBfahne mit dem Halbleiterkristall (2*) bildet, 
der am freien Endabschnitt (6) der anderen Zunge 
(5) angeordnet ist, nachdem sie auf der Hdhe der 
besagten Schwachungszone (12) umgelegt wor- 
den ist. 

5. Rahmenband nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das auBere Segment (10) der Verian- 
gerung (8) zwei Knicke Oder Fatten (13 und 130 «ni 
Abstand voneinander aufweist, die entgegenge- 



setzt ausgerichtet und so ausgebildet sind, daB der 
freie distaie Teil (9) des auBeren Segmentes (10), 
der dazu bestimmt ist, in Kontakt mit dem Halblei- 
terkristall (2*) zu kommen, und zwar gegebenenfalls 

5 Qber einen gewOlbten vorstehenden Teil (9"), der 
perforiert ist Oder nicht und an der Fiache (9*) des 
Teils (9) ausgebildet ist, die zum Kristall (2*) 
gewandt ist, in einer Ebene angeordnet ist, die par- 
allel bezuglich der Ebene versetzt ist, die den Teil 

w (10 1 ) des besagten auBeren Segmentes (10) ent- 
hait, das dem Zwischenverbindungssegment (11) 
am nachsten liegt und den beiden Fatten (13 und 
13*) gegenuber angeordnet ist. 

is 6. Rahmenband nach einem der Anspruch e 2, 3 und 
5, dadurch gekennzeichnet, daB der freie distaie 
Teil (9) des auBeren Segmentes (10) mtt einer 
querverlaufenden Perforation (14) versehen ist, die 
bezuglich des Kontaktbereiches (15) des besagten 

20 Teils (9) mit dem Halbleiterkristall (2') nach dem 
Umlegen des Verbindungsteils (8) in Form eines 
Metallstreifens zentriert ist. 

7. Rahmenband nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
25 zeichnet, daB die querverlaufende Perforation (14) 

an der Fiache (9*) des freien distalen Teils (9), die 
zum Halbleiterkristall (2) nach dem Umlegen 
gerichtet ist, auf der HOhe einer vorstehenden 
Struktur (16) in Form eines Krater mundet, dessen 
30 Ringwand (16'), die die Offnung der Perforation (1 4) 
begrenzt, bezOglich der Oberfiache der besagten 
Fiache (9*) des distalen Teils (9), die zum Halbleiter- 
kristall (2) nach dem Umlegen gerichtet ist, vor- 
steht. 

35 

8. Rahmenband nach einem der Anspruche 6 und 7, 
dadurch gekennzeichnet, daB die querverlaufende 
Perforation (14) auf der HOhe der Fiache des freien 
distalen Teils (9). die der Fiache (9*) gegenuber- 

40 liegt. die dazu bestimmt ist, zum Halbleiterkristall 2' 
gewendet zu werden, am Boden einer Verstarkung 
(17), beispielsweise einer kreisfdrmigen Schalte, 
mundet. 

45 9. Rahmenband nach Anspruch 7 und 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB die vorstehende Struktur (16) 
in Form eines Kraters und die Verstarkung (17) 
durch Verformen der Ringzone gebildet sind, die 
die querverlaufende Perforation (14) auBen 

so umschlieBt. 

10. Rahmenband nach einem der Anspruche 4 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Schwachungs- 
zone (12) zum bevorzugten Umlegen, die im Zwi- 
55 schenverbindungssegment (11) ausgebildet ist, 
eine bevorzugte Faltiinie (12*) parallel zu den Ach- 
sen der entsprechenden Zungen (5, 5*) bestimmt 
und ein Umlegen um 180° der Veriangerung (8) bis 
zu einem Fiachenkontakt zwischen dem umlegba- 
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ren Teil (11*) des Zwischenverbindungssegmentes 
(11) und dem freien Ende (7) der entsprechenden 
Zunge (5*) erlaubt. 

11. Rahmenband nach einem der AnsprQche 7 bis 10, s 
dadurch gekennzeichnet, daB der Abstand (d) zwi- 
schen dem oberen Rand (16") der Ringwand (16") 
der vorstehenden Strukur in Form eines Kraters 
und der Flache des umlegbaren Tells (1 V) des Zwi- 
schenverbindungssegmentes (11). das in einem w 
Kontakt mit dem freien Ende (7) der entsprechen- 
den Zunge (S*) nach einem vollstandigen Umlegen 
der sertlichen Verlangerung (8) kommt, im wesentli- 
chen identisch mit der Hone des Halbieiterkristalls 

(2*) ist. is 

12. Rahmenband nach einem der AnsprQche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet daft die querverlaufen- 
den Segmente (4) Verlangerungen (18) in Form 
von Zungen aufweisen, deren freie Endabschnrtte 20 
(18*) in das Volumen vorstehen, das die Verbindung 
zwischen den Zungen (5, 5") und dem Kristall (2*) 
umgibt und schlieBlich durch die Masse des 
Schutzgehauses (19) eingenommen wird, das 
durch Anformen vorgesehen wird. 25 

13. Rahmenband nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB jedes querverlaufende Segment (4) 
zwei Verlangerungen (18) in Form einer Zunge auf- 
weist die im Abstand auf jeder seiner Seiten vorge- 30 
sehen sind. 

14. Rahmenband nach einem der AnsprQche 4 bis 13, 
da durch gekennzeichnet. daB die querverlaufen- 
den Segmente (4) jeweils einen Teil (4*) geringerer 35 
Breite bezogen auf die freien Enden der Zungen (5, 

5*) aufweisen, wobei der Bereich des Metallrah- 
menbandes, der somit frei liegt, wenigstens teil- 
weise dazu benutzt wird, die umlegbare seitliche 
Verlangerung (8) zur Bildung der AnschluBfahne 40 
abzuschneiden. 

15. Verfahren zum HersteJIen von elektronischen Bau- 
elementen mit Halbleiterkristallen, ausgehend von 
einem vorgestanzten Metallrahmenband, das aus 45 
wenigstens zwei sertlichen tangs verlaufenden Auf- 
baustreifen besteht. die mrteinander in regelmaBi- 
gen Interval! en durch querverlaufende Segmente 
verbunden sind, zwischen denen koplanare Zun- 
ge npaare vorgesehen sind, die jeweils in einem so 
Stuck mit einem der seitiichen Aufbaustreifen ver- 
bunden sind und in eine Richtung zum jeweils 
anderen seitiichen Aufbaustreifen verlaufen, ohne 

die andere Zunge des betreffenden Paares zu 
berOhren, dadurch gekennzeichnet, daB es im 55 
wesentlichen darin besteht, daB ein vorgestanztes 
hetallrahmenband groBer Lange nach einem der 
Anspruche 1 bis 14 zugefuhrt wird und dafur 
gesorgt wird, daB es schrittweise in Langsrichtung 



versetzt wind, wahrenddessen wenigstens die fol- 
genden Arbeitsvorgange nacheinander auf der 
Hone jedes Zungenpaares (5, 5") ausgefOhrt wer- 
den: 

Anordnen des Halbieiterkristalls (2*) auf einer 
Halteaufnahme (6), die so ausgebiidet ist. daB 
sie sich auf der Hohe des freien Endabschnit- 
tes der ersten Zunge (5) bef indet, 
Umlegen eines vorgestanzten Teils (8) in Form 
eines Metallstreifens, der fest mit dem freien 
Ende (7) der zweiten Zunge (5*) verbunden ist, 
und Verbinden mit dem Halbieiterkristall (2*). 
Anformen eines Schutzgehauses (19) urn den 
Bereich der Verbindung zwischen den Zungen 
(5. 5') und dem Kristall (2*). 
Abtrennen der beiden Zungen (5 und 5*) und 
Abschneiden und Formen der auBeren 
AnschluBfahnen und 

MeBprufung Oder MeBprufungen und Ausson- 
dern der fehlerhaflen Bauelemente (2). 

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Teil (8) in Form eines Metallstrei- 
fens der zweiten Zunge (5*) vor dem Umlegen aus 
einer seitiichen Verlangerung in L-F6rm besteht, 
die am Ende des Segmentes (11). das die Basis 
des L bildet, mit der zweiten Zunge (5*) verbunden 
ist, und deren Segment (10), das den anderen 
Schenkel des L bildet, parallel zu den Zungen (5, 5') 
verlauft, wobei ein freier distaler Teil (9) der Halte- 
aufnahme (6) der ersten Zunge (5) gegenOber, 
jedoch in einer Ebene liegt, die parallel bezOglich 
der Ebene versetzt ist, die die Zungen (5 und 5') 
enthalt, das Umlegen der Verlangerung (8) einer- 
seits auf der Hohe einer Schwachungszone (12) 
des Segmentes (11), das die Basis des L bildet, 
und langs einer Faitlinie (12") parallel zu den Langs- 
achsen der Zungen (5, 5*) erfolgt und andererseits 
fbrtgesetzt wird, bis der umlegbare Teil (11") des 
Segmentes, das die Basis des L bildet, mit dem 
freien Ende (7) der zweiten Zunge (5*) in Kontakt 
kommt 

17. Herstellungsverfahren nach Anspruch 16, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Umlegen der Verlange- 
rung (8) in L-Form in einer ersten Faltbewegung urn 
90° auf der Hohe der Schwachungszone (12) 
erfolgt, an die sich eine zweite Faltbewegung urn 
90° auf der Hohe dieser Zone anschlieBt, wodurch 
ein voilstandiges Umlegen des umlegbaren Teils 
(11*) des Segmentes (1 1). das die Basis des L bil- 
det, gegen die Oberf Idche des freien Endes (7) der 
zweiten Zunge (5*) bewirkt wird, wobei die zweite 
Faltbewegung gegebenenfalls aufgeteilt sein kann 
in wenigstens zwei Teilfartbewegungen. 

1a Herstellungsverfahren nach Anspruch 15, dadurch 
gekennzeichnet daB der Verbindung steil (8) in 
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Form eines Metallstreifens, der im freien Endab- 
schnitt (7) der zweiten Zunge (5 1 ) ausgestanzt und 
langgestreckl geradlinig geformt ist, einmat um 90° 
auf der Hone seines Endes, das test mit der zwei- 
ten Zunge (5*) verbunden ist, und ein zweites Mai 
um 90° in Richtung der ersten Zunge (5) umgelegt 
wird, wobei die beiden Faltzonen um eine Strecke 
beabstandet sind, die der Hone des Halbleiterkri- 
stalls (2*) aquivalerrt ist, und die Lange des Teils (8) 
in Form eines Metallstreifens so gewahlt ist, daB 
der freie distale Teil (9) nach dem Umlegen in einen 
Kontakt mit dem Halbleiterkristall (2*) kommt. 

19. Herstellungsverfahren nach einem der AnsprOche 
16 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daB die Verbin- 
dung des Halbleiterkri stalls (2') mit der zweiten 
Zunge (S*) nach dem Umlegen des Teils (8) in Form 
eines Metallstreifens uber einen mechanischen 
Kontakt mit einem vorstehenden Teil (9") oder (16) 
des freien distal en Teils (9) und durch Anordnen 
eines leitenden schmelzbaren Bindemittels zwi- 
schen letzterem und dem Kristail (2*) oder durch 
Einleiten eines leitenden schmelzbaren Bindemit- 
tels (20) in eine querverlaufende Perforation (14) 
bewirkt wird, die im freien distalen Teil (9) vorgese- 
hen ist und an dessen Flache (9% die zu dem Kri- 
stail (2') gerichtet ist, auf der HOhe einer gewOlbten 
vorstehenden Struktur oder eines gewOlbten vor- 
stehenden Teils (9") Oder eines Teils ein Form eines 
Kraters (16) mQndet. der in mechanischem Kontakt 
mit dem Kristail {Z) nach dem Umlegen des Verbin- 
dungsteils (8) in Form eines Metallstreifens kommt. 

20. Herstellungsverfahren nach einem der Anspruche 
15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daB die Masse, 
die das Schutzgehause (19) bildet, auch um die 
freien Enden (18') der Verlangerungen (18) in Form 
von Fahnen gegossen wird, die von den querver- 
laufenden Segmenten (4) ausgehen und damit test 
verbunden sind, so daB das Aussondern von fehler- 
haften Bauelementen (2) dadurch erfolgt, daB an 
letzte ein ausreichender Druck gelegt wird. um die 
Verbindung zwischen dem Gehause (19) und den 
Verlangerungen (18) in Form von Fahnen durchzu- 
brechen. 

21. Herstellungsverfahren nach einem der Anspruche 
15 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daB das vorge- 
stanzte Metallrahmenband (1) von einem Wickel 
abgewickelt wird. und daB nach der Herstellung 
und Bezeichnung der elektronischen Bauelemente 
(2) und der Kbntrolle und der Aussonderung der 
fehlerhaften Bauelemente (2) das besagte Metall- 
rahmenband (1), das die fertigen Bauelemente (2) 
test durch die Verlangerungen (18) gehalten tragt, 
in einem Wickel wieder aufgewickett wird. 

22. Elektronisches Bauelement mit Halbleiterkristall, 
gebildet nach dem Herstellungsverfahren gemaB 



einem der Anspruche 15 bis 17 und 19 bis 21 sowie 
insbesondere ausgehend von einem vorgestanzten 
hetallrahmenband nach einem der AnsprOche 1 
und 4 bis 14, welches Bauelement im wesentlichen 
5 aus einem Schutzgehause besteht, das den Halb- 
leiterverbindungsbereich und zwei Metallzungen 
umgibt. die die auBeren AnschluBfahnen bilden, 
von denen eine den Halbleiterkristall (2*) auf der 
HOhe ihres Endes tragt, das sich im Gehause bef in- 
fo det, dadurch gekennzeichnet. daB die zweite 
Zunge (5*) auf der HOhe ihres Endes. das sich im 
Schutzgehause (19) befindet, eine vorgeformte 
Verlangerung (8) aufweist, die in einem Stock mit 
der Zunge (5*) ausgebildet ist und durch seitliches 
is Umlegen so umgelegt ist, daB sie in Kontakt mit 
dem Halbleiterkristall (2 1 ) stent. 

23. Elektronisches Bauelement nach Anspruch 22, 
dadurch gekennzeichnet, daB die vorgeformte Ver- 

20 langerung (8) im wesentlichen eine L-Form mit 
einem Zwischenverbindungssegment (11), das auf 
sich selbst zurOckgelegt ist. und einem zweifach 
gefalteten auBeren Segment (10) hat, dessen 
distaler Endabschnitt (9) in Kontakt mit der oberen 

25 AuBenflache des Halbleiterkristalls (2*), gegebe- 
nenfalls in gewOlbter Form, Ober einen vorstehen- 
den oder gewOlbten Teil (9") oder eine vorstehende 
Struktur (16) in Form eines Kraters steht, der die 
Offnung einer querverlauf enden Perforation (14) 

30 bildet, die ein leitendes Kontaktbindemittel (20) auf- 
nimmt, das die elektrische Verbindung sicherstellt 
und wenigstens teilweise mechanisch den besag- 
ten distalen Endabschnitt mit dem Halbleiterkristall 
(2*) zusammenhalt. 

35 

24. Elektronisches Bauelement mit Halbleiterkristall, 
gebildet mrttels des Herstellungsverfahrens nach 
einem der AnsprOche 5 und 18 bis 21 und ausge- 
hend insbesondere von einem vorgestanzten 

40 Metallrahmenband nach einem der AnsprOche 1 
bis 3, 6 bis 9 und 1 1 bis 13, welches ein Schutzge- 
hause umfaBt, das den Verbindungsbereich und 
zwei Metallzungen umgibt, die die auBeren 
AnschluBfahnen bilden, und von denen eine den 

45 Halbleiterkristall auf der HOhe ihres Endes tragt, 
das sich im Gehause befindet, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zweite Zunge {&) auf der HOhe 
ihres Endes, das sich im Gehause (19) befindet, 
einen Teil (8) in Form eines Metallstreifens mh lang- 

50 gestreckter Form aufweist, der in der Zunge (5*) 
ausgestanzt ist und durch zwei getrennte Fattungen 
um 90° zu einer AnschluBfahne in Kontakt mit dem 
Halbleiterkristall (2 f ) auf der HOhe seines distalen 
Endabschnrttes (9) geformt ist. 

55 

2a Elektronisches Bauelement nach Anspruch 24, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Abstand (d) zwi- 
schen den beiden Zonen der Faltung um 90° (21 
und 21*) im wesentlichen der HOhe des HalbJeiter- 
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kristalts (2*) equivalent ist, der distale Endabschnrtt 
(9) in einem Kbntakt mit der oberen AuBenflache 
des Halbleiterkristalls (2*) Qber einen dazwischen 
angeordneten gewolbten vorstehenden Teil einer 
vorstehenden Struktur (16) in Form eines Kraters 5 
stent, der die Offnung einer querverlaufenden Per- 
foration (14) bildet, die ein leitendes Kontaktbinde- 
mHtel (20) aufnimmt, das die elektrische 
Verbindung und wenigstens teitweise das mechani- 
sche Zusammenhalten des distalen Endabschnit- 10 
tes (9) mrt dem Halbleiterkristall (2*) sicherstellt. 
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